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紅外顯微術應用於三維晶圓疊對誤差檢測
由於技術的發展演進，使得晶圓朝向三維堆疊技術發展，主要目的在於縮短線路並同時提高電晶體密度。然而在晶圓堆疊的過程中，晶圓厚度、平整度、翹曲量、矽穿孔及內層膠材等參數，皆會影響其堆疊結果，導致上下層電訊號傳遞不佳，因此檢測上下層堆疊偏差便顯得相當重要。而工業技術研究院量測技術發展中心所自行研發的三維晶圓疊對誤差檢測系統，係藉由高解析工業用相機、顯微物鏡及紅外光源組成紅外疊對顯微模組，採用亮場及背光兩種光源打光，可同時取得晶圓上下兩層高解析單張影像，並藉由後端校正及疊合對位演算法，可自動分析取得高精度之疊對誤差量及疊對圖樣關鍵尺寸結果。其中本系統透過校正演算法可將系統誤差 (tool-induced shift；TIS) 大幅降低，亦即本系統不用將疊對圖樣置於影像中央進行量測，在觀測視野下的每個位置上，量測取得的疊對誤差皆為一致，使得其量測範圍大幅提升。另外本系統亦與國家度量衡標準實驗室進行規格驗證，以10倍物鏡為例，其觀測視野800 µm(600 µm，最大可量測樣本範圍300 mm(300 mm，關鍵尺寸量測準確度小於0.5 µm，疊對量測重複性 (3σ)小於0.2 µm，疊對量測再現性 (3σ)小於0.4 µm。
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